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高感度かつ室温動作可能な X 線検出器である

CdTe 半導体検出器を用いたラインセンサやパネ

ルセンサが考案されている。CdTe 検出器とフォ

トンカウンティングによりエネルギー弁別され

た X 線画像を撮影することが可能な一方、回路

構成が複雑なため大画面化は困難であった。本研

究では、蓄積型の CdTeフラットパネル検出器に

印加するバイアス電圧を変化させることで空乏

層厚を制御し複数の異なる X 線波長特性を持つ

画像を得る新たな手法を提案する。提案手法の実

現性を検討するため、単一素子の CdTeダイオー

ド検出器に印加するバイアス電圧の変化による

エネルギー応答特性の変化について、理論的およ

び実験的に解析を行った。 

同一の CdTeダイオード検出器に対して印加バ

イアス電圧を変化させ空乏層厚を変調した場合

に期待される電荷収集効率スペクトルを図 1 に

示す。電荷収集効率の計算には、NIST XCOMに

記載の CdTeの線減弱係数および、CdTeダイオー

ド中の電荷輸送特性 [1]が反映されている。

30-60[keV]付近のエネルギー帯においてはバイ

アス電圧間で電荷収集効率の差が小さい一方、

100[keV]以上の領域ではバイアス電圧により効

率の差が広がる為、空乏層変調によりこの 2つの

エネルギー帯の X 線を弁別できる可能性を示唆

している。 

厚さ 0.5mmの p型 CdTe結晶に Schottky接触の

In陽極と Ohmic接触の Pt陰極を付加したダイオ

ード検出器を用い、241Am(最大ピーク 59.5[keV])

および 57Co(最大ピーク 122[keV])のエネルギース

ペクトルを測定した。図 2 は印加電圧 120[V]の

場合のピークカウントを基準に正規化したカウ

ントを核種ごとにプロットしたものである。

241Am に比べ 57Co の場合の方がバイアス電圧を

下げたときのピークカウントの低下が大きく、図

1 に示す理論値と定性的に一致する傾向を示し

ている。一方、カウントの低下量は理論値に比べ

約 18%大きい。素子数を増やして測定を行うなど、

結晶の欠陥や雑音の影響も含めたより精密な解

析が必要である。 

  

Figure 1 Theoretical charge collection efficiency 

spectra for various bias voltages 

 

Figure 2 Measured normalized photo-peak count  
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